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超大規模集積回路（ULSI）の高速化は、低抵抗銅配線
層と低誘電率層間絶縁膜の導入により実現されており、最
先端半導体デバイス（CPU等）の銅配線層には電解メッキ
により形成された銅薄膜が用いられている。超LSIの更な
る高速化を図る上では更なる膜質の改善が望まれているこ
とから新しいメッキ液の開発を行った結果、ケイフッ化銅
メッキ液（CuSiF6）を用いることで従来の硫酸銅メッキ液（CuSO4）に比べて低い比
抵抗、高い（111）配向の銅薄膜を得られることが判った（図1および図2参照）。ま
た、下地バリア膜との密着力に影響を及ぼす膜の内部応力（ストレス）が少ない銅薄
膜を堆積できるメッキ技術を確立した（図 3および図 4参照）。さらに、比抵抗及び
（111）配向等の膜質に影響を与える添加剤の効果と下地バリア膜による膜質への影響
も調べ、メッキ液による下地の銅シード層の溶解量とメッキ銅膜中のフッ素混入量の
低減化を図った。一方、高品質なメッキ銅薄膜を形成するために重要な高純度ケイ
フッ化銅メッキ液の試作条件を明らかにし、高純度ケイフッ化銅メッキ液を試作する
ためのパイロット設備を製作した（写真参照）。現在、埋め込み特性等の実用化のた
めの実証実験を継続中であるが、今後、実用化できれば超LSIの高速化等の半導体デ
バイスの高性能化に貢献することが期待できる。
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